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1. まえがき 

Si基板上AlGaN/GaN HEMTは低価格な次世

代パワーデバイスとして注目されている。Si

基板上 HEMT の課題として、縦方向リーク電

流の減少が挙げられる。これまでの研究から

SLS 層厚さの増加によってリーク電流が減少

することが分かっている[1]。しかし、縦方向リ

ーク電流発生機構は未解明である。加えて、次

世代パワーデバイスとして用いる際は高温動

作も求められる。そこで本研究では、Si 基板

上AlGaN/GaN HEMT構造における各層にて成

長を止めた試料の縦方向リーク電流の温度特

性を評価した。 

2. 実験方法 

HEMT構造としてMOVPE 法にて 8 インチ p

型 Si基板上に AlN、AlGaN、SLS、GaN 層を順

次成長した試料（GaN 構造）と、SLS で成長

を止めた試料(SLS 構造)を作成した。それらの

試料について室温,50℃,100℃,150℃200℃にて

縦方向リーク電流を測定した。測定には、直径

200 mの円形電極 (Ti/Al/Ni/Au = 15/80/12/40 

nm アニール条件：850 ℃, 30 sec, 窒素雰囲気

中)を用いた。 

3. 評価と考察 

Fig.1 と Fig.2 に GaN 構造と SLS 構造の縦方向

リーク電流の温度特性を示す。50℃以下におい

ては GaN構造のリーク電流は SLS構造とくら

べ小さい。SLS 層上に GaN が成長されている

ので、直列抵抗が増加したためだと考えられる。

しかし、100℃から 200℃かつ低電界領域にお

いては GaN構造のリーク電流値は SLS構造と

くらべ大きくなっている。GaN層中の真性キ

ャリア密度が温度上昇によって増加し、発生し

たキャリアが GaN-SLS 層界面に蓄積すること

で、GaN 層中の電界強度が上昇し、なだれ降

状が発生している可能性がある。 

 これらの結果から、GaN 構造と SLS 構造の

試料を比較したとき、高温かつ低電界領域にお

いては GaN層に起因するリーク電流発生 

機構が存在することが分かった。さらなる縦方

向リーク電流の伝導機構の理解のためには、各

層における電界分布を詳細に調査する必要が

あると考えられる。 

 

Fig. 1 Temperature dependence of the vertical 

leakage current of the GaN structure. 

 

Fig. 2 Temperature dependence of the vertical 

leakage current of the SLS structure.  
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